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[はじめに] 

MOVPE法により Si基板上に成長した CdTe厚膜層を用いたダイオード型放射線画像検出器の開発

を行っている。検出器の高性能化を目的として、キャリアの輸送特性を検討した。ここでは検出器の

電流電圧(I-V)特性の測定結果について報告する。 

 

[実験方法] 

CdTe 層成長は MOVPE 法を用いて行った。基板は面方位(211)の Si 基板を用いた。n-CdTe 層は

350℃で 5μm 成長し、p-CdTe 層を 560℃で 100μm 成長した。その後、ダイサーを用いて 1×1mm2

に切断し評価測定を行った。また I-V 特性評価は、243~333K の温度範囲で行った。 

 

[実験結果] 

順バイアス印加時の電流密度電圧(J-V)特性の、温度依存性を測定した結果、順方向電流電圧は 

J=J0(T)exp(AV)          (1) 

で表すことができる。ここで、A は定数、J0(T)は飽和電流密度である。(1)式より得られた J0は温度 T

とほぼ比例関係にあることが分かった。この結果から、順バイアス印加時の電流変化はマルチステッ

プトンネル効果で説明できることが分かった。 

次に逆バイアス印加時の J-V 特性の温度依存性を測定した。その結果、逆バイアス印加時の J-V 特

性は、温度に依らず傾きの変化は少ないことが分かった。この結果、トンネル効果が関係していると

考えられる。図 1 に 3 つの異なるバイアス電圧下での電流密度と温度の関係を示す。図 1 の結果から、

印加電圧が増加すると活性化エネルギーは小さくなることが分かる。この結果から逆バイアス印加時

の電流は、温度が関与するマルチステップトンネル効果であると説明できる。 
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図 1.3 つの異なるバイアス電圧下での電流密度と温度の関係 
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